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Diode:

U
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Spannungsverstirkung und Ausgangswiderstand gelten bei Leerlauf am Ausgang

Bipolarer Transistor:

I
Steilheit : S:; Ic _ Ica

Uk Ur

Kleinsignal-Eingangs-Widerstand: rgg =§

a) Emitterschaltung

Kleinsignal-Spannungsverstirkung: 4 =-S-R.

Kleinsignal-Eingangswiderstand: v, =Ty
Kleinsignal-Ausgangswiderstand: 7, = Zu“ =R,
i |,
b) Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung
C. SR SRy >>1 R

Kleinsignal-Spannungsverstirkung: 4 = —~ ~ — < ~ --X

Ul 1+ SR, R,
Kleinsignal-Eingangswiderstand: r, = & ~ 1y + PR, =1y (1+ SR,

Kleinsignal-Ausgangswiderstand:  r, =—*= R,

a

¢ ) Kollektorschaltung

Kleinsignal-Spannungsverstairkung: 4 = Yo

Kleinsignal-Eingangswiderstand: 7, = —

R
Kleinsignal-Ausgangswiderstand:  r, = u—” ~ RE” (—&+i)
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d) Basisschaltung

Kleinsignal-Spannungsverstirkung: 4 = Yo

Kleinsignal-Eingangswiderstand: r,=—% =~

Kleinsignal-Ausgangswiderstand:  », =—*

Sperrschicht-Feldeffekttransistoren, selbstleitende Isolierschicht- Feldeffekttransistoren:

U
Eingangskennlinie: I = Ip (1 _ZGS
th
i 1 ; 1 DO
Steilheitskoeffizient: B=2-—"F
U

th

Ohne Early-Effekt:
Drainstrom

Linearer Bereich: I,=p {(UGS -U, ) Ups —

(ohmscher Bereich)

Sittigungsbereich: [, = %,3 Uy -U,)

(Arbeitsbereich)

o1,
0 U 4

Steilheit: S =

Mit Early-Effekt:
Drainstrom:

Linearer Bereich: I,=p {(UGS -U, ) Ups —

(ohmscher Bereich)

Sattigungsbereich: I, = % g (ch -U, )2 .(1 4+ 2D
(Arbeitsbereich)
1
Steilheit: S = 01y
o0 U
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Selbstsperrende Isolierschicht- Feldeffekttransistoren:

Steilheitskoeffizient: = u C'. % =y 20 o %
' t()X
Alle Feldeffekttransistoren:
Source-Schaltung:
u rps>>Rp
Kleinsignal-Spannungsverstarkung: A=-—% =-§ (RD”rDS) ~ -8R,
U, i,=0
Kleinsignal-Eingangswiderstand: r, = & =
le
. . . u rps>>Rp
Kleinsignal-Ausgangswiderstand: 7, ==~ =R,[r,; =~ R,
la
Source-Schaltung mit Stromgegenkopplung:
. SR SR¢>>1 R
Kleinsignal-Spannungsverstirkung: A4 = ul =— D ~ ——L2
u, | _, 1+ SRy R
Kleinsignal-Eingangswiderstand: 7, =00
Kleinsignal-Ausgangswiderstand: v, = u—“ ~ R,
la
Drain-Schaltung:
upg=0
Kleinsignal-Spannungsverstirkung: 4= Ll B SR = SRy
|, 1+(S+S,)R; 1+ SR,
Kleinsignal-Eingangswiderstand: v, = & =0
. _
o . u, 1|1 uss=0 ]
Kleinsignal-Ausgangswiderstand: r,=—%=—|—Ry = —|R;
i, S|S; S
Gate-Schaltung:
upg=0
Kleinsignal-Spannungsverstirkung: 4= al 5 (S +S, )RD = SR,
Uel, 2o
o . . u [ |
Kleinsignal-Eingangswiderstand: r=—" = = —
i, S+ S
Kleinsignal-Ausgangswiderstand: v, = u—“ ~ R,
i
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Differenzverstiarker
¢ 2R,

1
Operationsverstirker
e-Funktionsgenerator:

Logarithmierer:

Instrumentationsverstirker:

Kondensator

Ladevorgangs eines Kondensators:

Halbwertszeit:

Gesamtladezeit:

U,

— 7UT
u,=RyIse " ,u<0

u(?

u, =-U,In10-log , U0

cSTH

2R
ua :(1+ RzJ.(ueZ _uel)

1

t=In2) -7
t=5-1
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